
 

Fig. 1 X-ray diffraction of Ag/Ge40S60/ Si substrate 

samples after a light exposure for 90 min.（Y. 

Sakaguchi et al., JAP 122 (2017) 235105.） 
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１．概要（Summary） 

我々は、大強度陽子加速器施設（Japan Proton 

Accelerator Research Complex: J-PARC）物質・生命

科 学 実 験 施 設 （ Materials and Life Science 

Experimental Facility: MLF）の中性子共用ビームライ

ンにおいて利用者支援を行っている。本研究では、中性

子反射率測定で得られた結果を理解するために、X 線反

射率、X線回折測定を行う。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エックス線回折装置(XRD) 

薄膜エックス線回折装置 

【実験方法】 

真空蒸着法によって Si 基板上に作製した銀／アモル

ファス(a-)硫化ゲルマニウム薄膜にキセノンランプ光を

60-90分間照射する。中性子反射率測定では、光照射前

後および光照射中の中性子反射率を測定する。本課題

では、光照射済みの試料および光照射を行っていない試

料について、X線反射率、X線回折測定を行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

例として Fig. 1に X線回折測定を行った結果を示す。

本測定により、光照射後、a-硫化ゲルマニウム薄膜中に

溶解しきれず、銀が残っていることが確認された。 
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(2017) 654, J. Appl. Phys. 120 (2016) 055103. 

・共同研究者 朝岡秀人（日本原子力研究開発機構）, 

Maria Mitkova（ボイジー州立大学（U.S.A.）） 
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